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摘要 

 

本次訪問日本東京工業大學主要任務包含兩大方面，其ㄧ為針對雙方過去在研究

主題合作進程中的結果分享與方向檢討;其二則為針對現行雙邊雙聯學位執行細

節進行討論。近年來由於傳統矽基板元件在特性改善發展上漸漸遇到瓶頸，使得

擁有高電子遷移率以及高能間隙特性的三五族複合物材料備受期待;但由於三五

族複合物並沒有原生氧化物的存在，因此，如何製作出良好之氧化物與半導體界

面以及得到高介電係數之氧化層便成為當前三五族元件之研究開發最熱門的課

題之一，而此高品質之氧化層在元件電氣特性上將扮演十分重要之角色。有鑑於

此，本研究團隊與 Iwai/Kakushima 實驗室研究團隊具體合作之計畫之一為開發

應用於金氧半氮化鎵高電子遷移率電晶體(GaN MOSHEMT)之新型高介電係數

材料，此行主要針對元件量測結果進行確認。於雙邊雙聯學位執行細節上，雙方

針對目前執行狀況檢討後建議未來修正方向，會議中達成之共識將由雙邊回各自

系所進一步討論確認。 
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本文 

一、 目的 

(1)拜訪東京工業大學 Iwai/Kakushima Lab, 與 Prof. Kakushima 針對目

前合作中研究進行交流討論   

(2)拜訪東京工業大學 Prof. Hatano Lab 

(3)與 Prof. Hatano 洽談下學期新開課程授課事宜  

(4)與 Prof. Kakushima and Prof. Hatano 針對目前半導體學院及日本東

工大雙聯學位學生修讀細節進行交流與討論。 

 

 

 

 

 

二、過程 

此次日本東京工業大學之訪問日期為 2016 年 08 月 04 日至 9 日，共為期 6

天，行程規劃如下表。 

 

日期 規劃內容 拜訪對象 

08 月 04 日 赴日本東京  

08 月 05 日 實驗室參訪 Prof. Kakushima 

08 月 06 日 合作中研究交流討論 Prof. Kakushima 

08 月 07 日 實驗室參訪 Prof. Hatano 

08 月 08 日 討論雙聯學位事宜以

及雙邊合開課程細節 
Prof. Kakushima /Hatano 

08 月 09 日 返回台灣  
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第一天(2016/08/04) 

搭乘日航 JAL(JL804)班機由桃園機場出發赴日本東京，於晚間 8:00 抵達東

京。 

 

第二天(2016/08/05) 

上午 10:00 參訪日本東京工業大學 Prof. Kakushima 實驗室，由其實驗室研究生

負責接待，並介紹各項設備，由於長期以來本校複合物半導體實驗室研究團

隊與 Iwai/Kakushima 實驗室研究團隊有十分密切之合作，且行之有年，因

此對於該實驗室與研究背景方向等等均十分熟悉。 此行主要參觀無塵室之

實驗設備，其中包含用來沉積高介電係數氧化物的原子層沉積(ALD)儀器(如

圖一)與分子束(MBE)氧化物沉積儀器(如圖二)以及與量測機臺(如圖三)；由

於該實驗室在高介電系數氧化層之沉積享譽國際，因此擁有相當良好之設

備。 

 

 

<圖一>沉積高介電係數氧化物的原子層沉積(ALD)儀器 
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<圖二>分子束(MBE)氧化物沉積儀器 

 

 

<圖三>元件基礎電性量測設備 

 

第三天(2016/08/06) 

上午十時與 Kakushima 教授會談，;因此本次拜訪主要針對近期來雙方正進

行之合作計畫主題成果進行意見交換與檢討;同時針對最近兩次本團隊研究

人員在該實驗室所進行之實驗結果數據分析互相分享。近年來由於傳統矽基

板元件在特性改善發展上漸漸遇到瓶頸，使得擁有高電子遷移率以及高能間

隙特性的三五族複合物材料備受期待;但由於三五族複合物並沒有原生氧化
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物的存在，因此，如何製作出良好之氧化物與半導體界面以及得到高介電係

數之氧化層便成為當前三五族元件之研究開發最熱門的課題之一，而此高品

質之氧化層在元件電氣特性上將扮演十分重要之角色。有鑑於此，本研究團

隊與 Iwai/Kakushima 實驗室研究團隊具體合作之計畫之一為開發應用於金

氧半氮化鎵高電子遷移率電晶體(GaN MOSHEMT)之新型高介電係數材

料，希望將該實驗室在高介電係數材料與薄膜成長方面之專長與本研究團隊

在元件製程部分之專長進行結合，而所選用之氧化物材料主要以氧化鑭

(La2O3)/氧化鉿(HfO2)以及氧化鑭(La2O3)/氧化矽(SiO2)兩種複合式氧化層材

料為主。雙方針對元件量測結果進行確認，圖四所示為氧化鑭(La2O3)/氧化

矽(SiO2)複合式氧化物之氮化鎵金氧半元件於 500oC 退火溫度條件下之電性

表現，基本特性優良。 

 

 

<圖四>氧化鑭(La2O3)/氧化矽(SiO2)複合式氧化物之氮化鎵金氧半元件於

500oC 退火溫度條件下之電性表現 
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第四天(2016/08/07) 

上午 10:00 參訪日本東京工業大學 Prof. Hatano 實驗室，由其實驗室博後介紹

Diamond Film 鍍膜設備，該實驗室長期致力於 high quality Diamond Film 之

製備，成果斐然，其中有多項成果已實際運用於新幹線系統中，令人印象深

刻! 

 

 

<圖五>參訪實驗室前於東工大校門口留影 



6 

 

 

<圖六>Hatano 實驗室鍍膜設備 

由於與 Prof. Hatano 是舊識，因此參觀完實驗室後一同用餐並前往近郊有名

之機器人實驗室參觀 ASIMO 現場表演，對於日本在機器人工業上之發展留

下深刻印象!!! 

 

第五天(2016/08/08) 

於下午 2:00 與 Prof. Kakushima/Hatano 進行會談，主要針對下學期新增課程

中欲邀請東工大教授數名赴交大授課之細節安排進行最後確認，同時針對雙

聯學位實際執行面所面臨之問題進行探討。由於雙聯學位為本學院重點，因

此雙方就下列重要議題達成初步共識: 

(1)針對修習雙聯學位之學生在雙方課程科目部分將從寬認可，此舉之主要

目的為減低學生之 course loading，希望學生能在實作及研究方面之訓練更

為紮實。 

(2)修業時程上學生將規劃以 2 年的時間在東工大完成滿足東工大碩士學位
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之基本要求 

(3)為了加強入學學生之資格審查機制，交大作業時程將提前，同時規劃有

意願申請之同學於東工大教授前來授課時進行 face-to-face interview 

(4)東工大於 credit transfer 上從寬認定 

(5)本院學生申請時 follow international applicant (C) 的 rule 

 

             

               <圖七>會後於東工大大岡山校區地標前留影 

 

 

第六天(2016/08/09) 

日航 JAL(JL809)班機返台。 
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三、心得及建議 

（一）心得 

雖然本團隊與東工大早有合作，但本次為我第一次親自赴日參訪，

對於兩個知名實驗室之設備及研發能量留下深刻印象，在研究主題

上，由於雙方在專長上的互補性強，也因而在合作過程中均有具體

產出，進一步成就了雙方在繼續深化長期合作之規劃。未來在研究

方向上，將繼續耕耘 GaN on SiC 相關元件開發並具體運用於高頻及

高功率應用方面，以期有效結合雙方所長，解決產業界所面臨之重

大挑戰!!! 

 

（二）建議 

       建議長期派研究人員固定至對方單位研究交流。 
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四、附錄(會議討論資料) 
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